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本研究は、NIFS双方向型共同研究（NIFS14KUGM086, NIFS17KUGM132）、およびJSPS科研費（18K03574）の助成を受けたものです。

• ICRF波動の吸収電力の上昇に伴い、セントラル部の反磁性量が上昇 
• 端損失イオンのエネルギー分布は、低エネルギー側は変化が見られず、
高エネルギー側のみ温度上昇

加熱された捕捉イオンの損失機構が重要

端損失イオンのピッチ角分布からイオンの損失機構を調べる。
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端損失イオンの反磁性量依存性
ピッチ角0度

Ei = 1200 eV

直線型装置では開放端から磁力線に沿って流れてくるプラズマ（端損失プラズマ）を用いた研究が行われている。 
    ICRF（Ion Cyclotron Range of Frequency）波動 
    ミラー閉じ込め 
端損失イオンのエネルギー・ピッチ角分布計測から、ICRF加熱時のイオンの磁力線方向輸送を調べる。

( ) を用いたイオン加熱による端損失イオンのエネルギー分布制御を目的とする。

イオンの損失機構

・ 
・ 
・

ICRFアンテナ依存性やAIC（Alfvén Ion Cyclotron）波動強度の計測
から、2つの損失機構を明らかにした。

⓪ 衝突 ① ICRF波動 ② AIC波動
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プラグ/バリア部プラグ/バリア部 •全長27m 
•5つのミラー部 
•5台のICRF発振器 
•9本のICRFアンテナ 
•端部におけるイオン計測
Plasma Parameters 
ne ~ 2×1018 m-3 
Ti ~ 数keV 
Te ~ 数十eV
( )

反磁性量依存性から、衝突以外に2つの損失機構が示唆される。

• ICRF加熱なし（反磁性量 = 0.1×10-4 Wb） 
ロスコーン付近にピーク　　 衝突によるイオンの損失 

• ICRF加熱あり 
ピッチ角0度付近のイオン電流が上昇　　衝突以外の損失機構

によるイオンの磁力線方向輸送が確認できた。

Loss Cone


